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第2章では，本研究で用いた2種類の測定手法Isothermal Deep-Level Transient Spectroscopy (IT-DLTS) 法と

























次に，Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR)法を用いて赤外線吸収ピークを観測し，それら
のピーク波数位置から以下のような複合欠陥であると同定した．まずPt原子が1個とH原子が1個から成
り荷電状態が中性な複合欠陥『(Pt-H1)0』，次にPt原子が1個とH原子が2個から成り荷電状態が中性な複
合欠陥『(Pt-H2)0』，最後にPt原子が1個とH原子が3個から成る複合欠陥である．最後の欠陥については，
荷電状態がマイナス一価の『(Pt-H3)- 』と中性の『(Pt-H3)0』の2種類を観測した．また，応力によるピー
クの分裂比から対称性との関連を調べた．特に，高い強度の(Pt-H1)0ピークについて詳しく研究し，そ
の応力シフトを求めた．さらに，FT-IRで観測した配向アニールのスペクトルの変化から得られた知見
と合わせて，Pt-H1の構造モデルを提唱し，応力との関連を議論した． 
以上のように，本研究はシリコン中の白金－水素複合欠陥の電子準位，構造，水素の運動とそれら
に対する応力効果に関して重要な知見を提示したものであり，工学的応用の価値が高いものである．
したがって，博士（工学）の学位を授与するに値するものであると判断する．
